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요약

본 발명은 액정표시장치용 어레이기판의 제작방법에 관한 것으로, 박막트랜지스터의 드레인전극 하부에 상기 박막트랜
지스터의 게이트전극과 동일한 물질로 배리어(barrier : 벽)를 형성하여, 상기 드레인전극의 상부에 형성되는 화소전극
을 패턴할 때 상기 화소전극과 드레인전극 사이로 스며드는 에칭용액을 막도록 함으로써 화소전극의 단선불량이 없는 
액정표시장치를 제작할 수 있다.

대표도
도 4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 컬러 액정표시장치를 도시한 분해사시도이고,

도 2는 종래의 액정표시장치용 어레이기판의 일부 화소를 도시한 확대 평면도이고,

도 3a 내지 도 3d는 도 2의 Ⅲ-Ⅲ를 따라 절단하여 공정순서에 따라 도시한 평면도와 이에 따른 단면도이고,

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 일부 화소를 도시한 확대 평면도이고,
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도 5a 내지 도 5d는 도 4의 Ⅴ-Ⅴ를 따라 절단하여 공정순서에 따라 도시한 공정평면도와 이에 따른 단면도이고,

도 6은 본 발명의 제 2 예에 따른 어레이기판의 부분 확대 평면도이고,

도 7은 본 발명의 제 3 예에 따른 어레이기판의 부분 확대 평면도이다.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 간단한 설명>

113 : 게이트배선 115 : 데이터배선

117 : 화소전극 119 : 배리어(barrier)

122 : 기판 126 : 게이트전극

128 : 소스전극 130 : 드레인전극

155 : 액티브층 157 : 채널 보호층

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치(Liquid crystal display device)에 관한 것으로, 상세하게는 박막트랜지스터의 드레인전극과 
접촉하는 화소전극의 단선을 방지하는 구조로 제조된 액정표시장치용 어레이기판과 그 제조방법에 관한 것이다.

상기 액정표시장치는 액정의 광학적 이방성을 이용하여 이미지를 표현하는 장치로서, 크게 상부기판과 하부기판과 상기 
상부기판과 하부기판의 사이에 위치한 액정(liquid crystal)으로 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 설명한다.

도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 도시한 분해사시도이다

도시한 바와 같이, 일반적인 액정표시장치는 블랙매트릭스(6)와 서브컬러필터(적, 녹, 청)(8)를 포함한 컬러필터(7)
와 컬러필터 상에 투명한 공통전극(18)이 형성된 상부기판(5)과, 화소영역(P)과 화소영역 상에 형성된 화소전극(17)
과 스위칭소자(T)를 포함한 어레이배선이 형성된 하부기판(22)으로 구성되며, 상기 상부기판(5)과 하부기판(22) 사
이에는 액정(14)이 충진되어 있다.

상기 하부기판(22)은 어레이기판이라고도 하며, 스위칭 소자인 박막트랜지스터(T)가 매트릭스형태(matrix type)로 
위치하고, 이러한 다수의 박막트랜지스터를 교차하여 지나가는 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 형성된다.

상기 화소영역(P)은 상기 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 교차하여 정의되는 영역이다. 상기 화소영역(P)상에 
형성되는 화소전극(17)은 인듐-틴-옥사이드(indium-tin-oxide : ITO)와 같이 빛의 투과율이 비교적 뛰어난 투명
도전성 금속을 사용한다.

전술한 바와 같이 구성되는 액정표시장치는 상기 화소전극(17)상에 위치한 액정층(14)이 상기 박막트랜지스터(T)로
부터 인가된 신호에 의해 배향되고, 상기 액정층의 배향정도에 따라 상기 액정층(14)을 투과하는 빛의 양을 조절하는 
방식으로 화상을 표현할 수 있다.
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상기 게이트배선(13)은 상기 박막트랜지스터(T)의 제 1 전극인 게이트전극을 구동하는 펄스전압을 전달하며, 상기 데
이터배선(15)은 상기 박막트랜지스터(T)의 제 2 전극인 소스전극을 구동하는 신호전압을 전달하는 수단이다.

이러한 신호는 상기 드레인전극을 지나 화소전극을 통해 액정에 인가되며, 액정은 인가된 신호에 따라 배향되어 하부 
백라이트로부터 입사되는 빛의 양을 조절하여 외부로 출사하도록 함으로써 화상을 표시 할 수 있다.

전술한 바와 같은 구성과 동작특성을 가지는 액정표시장치 중 하부기판인 어레이기판에 구성된 스위칭소자와, 각 배선 
등은 다수의 공정을 거쳐 제작되며, 공정별 증착(deposition), 포토리소그라피(photo-lithography), 식각(etching), 
스트립(strip)을 반복하는 과정을 거치게 된다.

도 2는 종래의 액정표시장치용 어레이기판의 일부 화소를 도시한 확대 평면도이다.

일반적으로 액정 표시장치에 사용되는 박막 트랜지스터(T)의 구조는 역 스태거드(Inverted Staggered)형 구조가 많
이 사용된다. 이는 구조가 간단하면서도 성능이 우수하기 때문이다.

또한, 상기 역 스태거드형 박막 트랜지스터는 채널 형성 방법에 따라 백 채널 에치형(back channel etch : EB)과 에치 
스타퍼형(etch stopper : ES)으로 나뉜다.

상기 에치 스타퍼형은 박막트랜지스터의 채널 상부에 상기 채널을 보호하는 채널 보호층을 더욱 형성하여 주는 구조로
서 CHP(channel passivated)형 이라고도 한다.

이 공정은 상기 백 채널 에치형에 비해 하나의 공정이 더 포함되는 구조이기는 하나, 채널을 통해 흐르는 전자의 경로를 
효과적으로 줄여주어 박막트랜지스터의 동작특성을 향상시키는 구조 일 뿐 아니라, 상기 채널 보호층에 의해 채널의 표
면이 보호되므로 공정 중 상기 채널이 과식각 되어 채널의 표면에 디펙트가 발생하는 문제를 방지 할 수 있다.

도 2의 구성에서는 상기 에치 스타퍼형 역스태거드 구조의 박막트랜지스터를 채용한 액정표시장치용 어레이기판의 제
조공정에 관해 설명한다.

도시한 바와 같이, 어레이기판(22)은 다수의 화소(P)로 구성되며, 화소는 스위칭소자인 박막트랜지스터(thin film tr
ansistor)(T)와 화소전극(pixel electrode)(17)과 보조용량인 스토리지 캐패시터(storage capacitor)(C)로 구성된
다.

상기 박막트랜지스터(T)는 게이트전극(26)과 소스전극(28)과 드레인전극(30)과 액티브층(active layer)(55)으로 
구성되고, 상기 액티브층(55)의 상부에는 절연물질로 구성된 아일랜드 형태의 채널 보호층(57)이 구성된다.

상기 소스전극(28)은 데이터배선(15)과 연결되며 상기 게이트전극(13)은 상기 데이터배선(15)과 교차하여 화소영역
(P)을 정의하는 게이트배선(13)과 연결되도록 구성된다.

전술한 구성에서, 상기 화소전극(17)은 상기 드레인전극(30)과 직접 접촉하는 구조로형성된다.

이하 도 3a 내지 도 3d를 참조하여 종래의 어레이기판 제조방법을 설명한다.

도 3a 내지 도 3d는 도 2의 Ⅲ-Ⅲ를 따라 절단하여 공정순서에 따라 도시한 공정단면도이다.

먼저, 기판(22)에 이물질이나 유기성 물질을 제거하고, 증착될 게이트 물질의 금속 박막과 유리기판의 접촉성(adhes
ion)을 좋게 하기 위하여 세정을 실시한 후, 스퍼터링(sputtering)에 의하여 금속막을 증착한다.

도 3a는 상기 기판(22) 상에 금속막을 증착한 후에 패턴하여 게이트전극(26)과 게이트배선(13)을 형성하는 단계이다.

이때, 상기 게이트배선(13)중 화소영역을 정의하는 게이트배선(13)의 일부는 스토리지 제 1 전극(13')으로 사용된다.
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이러한 게이트 전극(26) 물질은 액정표시장치의 동작에 중요하기 때문에 RC 딜레이(delay)를 작게 하기 위하여 저항
이 작은 알루미늄이 주류를 이루고 있으나, 순수 알루미늄은 화학적으로 내식성이 약하고, 후속의 고온 공정에서 힐락
(hillock) 형성에 의한 배선 결함문제를 야기하므로, 알루미늄 배선의 경우는 합금의 형태로 쓰이거나 적층구조가 적용
되기도 한다. 그리고 상기 게이트전극(26)과 상기 스토리지 제 1 전극(13')은 동일 패턴이고, 게이트 배선에 해당하는 
부분으로 그 기능상 게이트 전극(26)과 스토리지 제 1 전극(13')으로 지칭된다.
    

다음으로, 상기 게이트 전극(26) 및 스토리지 제 1 전극(13')을 형성한 후, 그 상부 및 노출된 기판 전면에 걸쳐 절연
막(50)을 증착한다. 또한, 상기 게이트 절연막(50) 상에 연속으로 반도체 물질인 비정질 실리콘(a-Si:H : 55)과 절연
물질을 증착하여 반도체층(55)과 보호층(57)을 형성한다.

다음으로, 도 3b에 도시된 바와 같이, 상기 보호층(57)을 패터닝하여 상기 액티브층(55)에 아일랜드 형태의 채널보호
층(57)을 형성한다.

다음으로, 상기 아일랜드 형태의 채널보호층(57)이 형성된 액티브층의 상부에 전면적으로 불순물이 함유된 비정질실리
콘을 증착하여 오믹콘택층을 형성한 후, 상기 하부의 액티브층과 동시에 패턴하여, 아일랜드 형태의 액티브층(55)과, 
상기 액티브층(55)과 상기 채널보호층(57)에 걸쳐 오믹콘택층(55')을 형성한다.

다음으로, 3c에 도시한 바와 같이, 상기 오믹콘택층(55')이 형성된 기판(22) 상에 전술한 도전성금속을 증착하고 패턴
하여, 상기 채널보호층(57)의 일측과 상기 오믹콘택층(55')의 일측에 걸쳐 형성된 소스전극(28)과, 이와는 소정간격 
이격된 드레인전극(30)과, 상기 소스전극(28)에서 수직하게 일방향으로 형성되고, 상기 게이트배선(13)과 교차하여 
화소영역(P)을 정의하는 데이터배선(15)을 형성한다.

다음으로, 도 3d에 도시한 바와 같이, 상기 소스전극(28) 및 드레인전극(30) 등이 형성된 기판(22)상에 인듐-틴-옥
사이드(indium-tin-oxide : ITO)와 인듐-징크-옥사이드(indium-zinc-oxide : IZO)등의 투명 도전성 금속을 증
착하고 패턴하여, 일측이 상기 드레인전극(30)의 일측과 소정면적 겹쳐지고, 상기 화소영역(P)에 걸쳐 형성되며, 상기 
일측과 대응되는 타측에 상기 게이트배선(13) 상부로 연장되어 형성된 화소전극(17)을 형성한다.

이러한 구성에서, 상기 게이트배선(13)상부에 연장된 부분은 상기 스토리지 제 1 전극(13')과 함께 스토리지 제 2 전
극으로서 스토리지 캐패시터(C)를 구성한다.

다음으로, 상기 화소전극이 형성된 기판의 상부에 절연물질을 증착하여 보호층을 형성한다.

이때, 상기 화소전극(17)은 포토레지스트 공정 중 습식식각(wet etching)방식 통해 패턴되며, 이러한 패턴과정 중 식
각용액이 상기 드레인전극(30)과 화소전극(17)이 교차하는 부분(E)에서 상기 드레인전극(30)과 화소전극(17)사이
로 침투하여 상기 드레인전극(30)의 단차를 따라 흐르게 된다.

이렇게 되면, 상기 드레인전극(30)의 단차부에 겹쳐지는 상기 화소전극(17)은 에칭용액에 의해 식각될 수 있고, 결국 
드레인전극(30)과 연결되는 부위의 화소전극(17)이 단선되는 불량을 유발하게 된다.

이러한 단선불량은 포인트 디펙트(point defect)를 유발하여 액정패널의 화질불량으로 인한 제품의 제작수율을 감소
시키는 원인이 된다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 전술한 바와 같은 문제를 해결하기 위해, 본 발명은 상기 화소전극의 단선을 방지하기 위한 어레이기판의 구조
와 제작방법을 제시함으로써 제품의 생산수율을 향상하는데 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용
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전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판은 기판과; 상기 기판 상에 제 1 금
속층을 증착하고 패터닝하여, 게이트배선과 상기 게이트배선에서 수직으로 돌출 형성된 게이트전극과 상기 수직방향의 
게이트전극과 소정간격 이격되어 구성된 배리어와; 상기 게이트 전극 및 배리어가 구성된 기판의 전면에 형성된 게이트
절연막과; 상기 게이트전극 상부의 게이트절연막 상에 아일랜드형태로 구성된 액티브채널층과; 상기 액티브층 상부에 
아일랜드 형태로 구성된 채널보호층과; 상기 채널보호층과 상기 액티브층의 일측에 걸쳐 형성된 소스전극과 이와는 이
격되고, 상기 배리어와 수직하게 교차하여 드레인전극과, 상기 소스전극과 연결되고 상기 게이트배선과 교차하여 화소
영역을 정의하는 데이터배선과; 상기 드레인전극의 일측과 겹쳐지고 상기 화소영역 상으로 연장 형성한 화소전극을 포
함한다.
    

상기 배리어는 상기 게이트배선과 게이트전극과 동일물질로 형성하고 전기적으로 독립적인 것을 특징으로 한다.

상기 배리어는 상기 드레인전극의 상부와 하부의 수평변에 걸쳐 일방향으로 형성된 것을 특징으로 한다.

상기 배리어는 상측과 하측의 일부가 상기 화소영역의 반대방향으로 구부러진 것을 특징으로 한다.

상기 배리어는 상기 드레인전극의 상/하 수평변에 걸쳐 각각 형성된 제 1 배리어와 제 2 배리어로 구성된 것을 특징으
로 한다.

기 제 1 배리어와 제 2 배리어는 상기 액티브채널 방향으로 요철형상으로 구성된 것을 특징으로 한다.

    
본 발명의 특징에 따른 액정표시장치용 어레이기판 제조방법은 명한 기판을 준비하는 단계과; 상기 기판 상에 제 1 금
속층을 증착하고 패터닝하여, 게이트배선과 상기 게이트배선에서 수직으로 돌출형성된 게이트전극과 상기 수직방향의 
게이트전극과 소정간격 이격되어 구성된 배리어를 형성하는 단계와; 상기 게이트 전극 및 배리어가 구성된 기판의 전면
에 게이트절연막을 형성하는 단계와; 상기 게이트전극 상부의 게이트절연막 상에 아일랜드형태로 구성된 액티브채널층
을 형성하는 단계와; 상기 액티브채널층 상부에 아일랜드 형태로 구성된 채널보호층을 형성하는 단계와; 상기 채널보호
층과 상기 액티브층의 일측에 걸쳐 형성된 소스전극과 이와는 이격되고, 상기 배리어와 수직하게 교차하여 형성된 드레
인전극과, 상기 소스전극과 연결되고 상기 게이트배선과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터배선을 형성하는 단계와
; 상기 드레인전극의 일측과 겹쳐지고 상기 화소영역 상으로 연장 형성한 화소전극을 형성하는 단계를 포함한다.
    

이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 설명한다.

-- 제 1 실시예 --

본 발명은 상기 화소전극과 겹쳐지는 드레인전극의 하부에 상기 게이트전극과 동일층에 형성한 베리어(barrier)를 더
욱 형성하여 에칭용액(etchant)의 침투에 의한 투명 화소전극의 단선을 방지하고자 한다.

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 박막트랜지스터 어레이기판의 한 화소를 도시한 확대 평면도이다.

기판(122)은 도시한 바와 같은 화소 다수개 매트릭스형태(matrix type)로 구성된 것이며, 한 화소당 하나의 박막트랜
지스터(TFT)(T)와 상기 화소(P)에 병렬로 구성된 보조용량인 스토리지 캐패시터(C)가 구성된다.

상기 박막트랜지스터(TFT)(T)의 구조는 다양하지만, 본 실시예에서는 전술한 에치스타퍼형(etch stopper) 역스태거 
구조(inverted staggered type)의 박막트랜지스터를 채용한 어레이기판을 예를 들어 설명하도록 한다.

상기 박막트랜지스터(T)는 게이트전극(126)과 소스전극(128)및 드레인전극(130)으로 구성되며, 상기 게이트전극(
126)과 수직하게 일방향으로 형성된 게이트배선(113)과, 상기 소스전극(128)과 수직하게 일 방향으로 구성되고 상기 
게이트배선(113)과 교차하여 화소영역(P)을 정의하는 데이터배선(115)을 구성한다.
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상기 화소영역(P)상에는 드레인전극(130)과 겹쳐 구성되는 화소전극(117)을 형성하며, 상기 화소전극(117)과 겹쳐
지는 드레인전극(130)의 하부에는 상기 드레인전극(130)의 수직 길이보다 길게 일방향으로 구성된 게이트전극 물질
의 배리어(barrier)(119)를 형성한다.

이때, 상기 배리어(119)는 상기 화소전극(117)과 상기 드레인전극(130)사이로 유입된 에칭용액이 상기 화소영역(P)
방향의 드레인전극(130)단차로 유입되지 못하도록 진로를 제어하는 기능을 하게 된다.

따라서, 즉 배리어(119)를 중심으로 상기 점선 F에 해당하는 부분으로 약액이 흐르도록 유도하여 상기 드레인전극(1
30)과 화소전극(117)이 처음 겹쳐지기 시작하는 부분인 점선 G에 해당하는 부분을 상기 에칭용액으로부터 보호할 수 
있다.

따라서, 상기 점선 F에 해당하는 부분의 화소전극이 상기 에칭용액에 의해 침식되더라고 상기 화소전극(117)과 드레
인전극(130)간의 접촉특성은 변하지 않는다.

이하, 도 5a 내지 도 5d를 참조하여 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판의 제조방법을 설명한다.

도 5a는 상기 기판(122) 상에 금속막을 증착한 후 패턴하여 게이트전극(126)과 게이트배선(113)과 상기 게이트전극
의 우측에 이와는 소정간격 이격된 배리어(119)를 형성한다.

상기 배리어(119)는 기판(122)을 기준으로 수직하게 일 방향으로 구성되며, 상측과 하측의 일부가 왼쪽방향으로 깊이 
꺽인구조로 형성한다.

이때, 상기 게이트배선(113)중 화소영역을 정의하는 게이트배선(113)의 일부는 스토리지 제 1 전극(113')으로 사용
된다.

    
이러한 게이트 전극(126) 물질은 액정표시장치의 동작에 중요하기 때문에 RC 딜레이(delay)를 작게 하기 위하여 저
항이 작은 알루미늄(Al)이 주류를 이루고 있으나, 순수 알루미늄은 화학적으로 내식성이 약하고, 후속의 고온 공정에서 
힐락(hillock) 형성에 의한 배선 결함문제를 야기하므로, 알루미늄 배선의 경우는 합금의 형태로 쓰이거나 크롬(Cr), 
몰리브덴(Mo), 텅스텐(W)등의 내식성이 강한 금속과의 적층구조가 적용되기도 한다. 그리고 상기 게이트전극(126)
과 상기 스토리지 제 1 전극(113')은 동일 패턴이고, 게이트 배선에 해당하는 부분으로 그 기능상 게이트 전극(126)과 
스토리지 제 1 전극(113')으로 지칭된다.
    

다음으로, 상기 게이트 전극(126) 및 스토리지 제 1 전극(113') 형성 후, 그 상부 및 노출된 기판 전면에 걸쳐 질화실
리콘(SiNx )과 산화실리콘(SiO2 )등이 포함된 무기절연물질과 경우에 따라서는 벤조사이클로부텐(benzocyclobuten
e)과 아크릴(acryl)계 수지(resin)등이 포함된 유기절연물질을 증착 또는 도포하여 절연막(150)형성한다.

또한, 상기 게이트 절연막(150) 상에 연속으로 반도체 물질인 비정질 실리콘(a-Si:H : 155)과 전술한 절연물질을 증
착하여 반도체층(155)과 보호층(157)을 형성한다.

다음으로, 도 5b에 도시된 바와 같이, 상기 보호층(157)을 패터닝하여 상기 게이트전극(126)상부에 아일랜드 형태의 
채널보호층(157)을 형성한다.

다음으로, 상기 아일랜드 형태의 채널보호층(157)이 형성된 액티브층(155)의 상부에 전면적으로 불순물이 함유된 비
정질실리콘을 증착하여 오믹콘택층을 형성한 후, 상기 하부의 액티브층과 동시에 패턴하여, 아일랜드 형태의 액티브층
(155)과, 상기 채널보호층(157)과 액티브층(155)에 걸쳐 연장된 오믹콘택층(155')을 형성한다.
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다음으로, 5c에 도시한 바와 같이, 상기 오믹콘택층(155')이 형성된 기판(122)상에 전술한 도전성금속을 증착하고 패
턴하여, 상기 채널보호층(157)의 일측과 상기 오믹콘택층(155')의 일측에 걸쳐 형성된 소스전극(128)과, 이와는 소
정간격 이격된 드레인전극(130)과, 상기 소스전극(128)에서 수직하게 일방향으로 형성되고, 상기 게이트배선(113)과 
교차하여 화소영역(P)을 정의하는 데이터배선(115)을 형성한다.

여기서, 상기 드레인전극(130)은 상기 배리어(119)와 게이트절연막(150)을 사이에 두고 수직하게 교차하여 형성되
며, 상기 배리어(119)를 중심으로 상기 드레인전극(130)은 좌우로 단차를 이루어 구성된다.

다음으로, 도 5d에 도시한 바와 같이, 상기 소스전극(128) 및 드레인전극(130)등이 형성된 기판(122)상에 인듐-틴
-옥사이드(indium-tin-oxide : ITO)와 인듐-징크-옥사이드(indium-zinc-oxide : IZO)등의 투명 도전성 금속을 
증착하고 패턴하여, 일측이 상기 드레인전극(130)의 일측과 소정면적 겹쳐지고 상기 화소영역(P)에 걸쳐 형성되며, 
상기 일측과 대응되는 타측에 상기 게이트배선(113) 상부로 연장되어 형성된 화소전극(117)을 형성한다.

이러한 구성에서, 상기 게이트배선(113)상부에 연장된 부분은 상기 스토리지 제 1 전극(13')과 함께 스토리지 제 2 전
극으로서 스토리지 캐패시터(C)를 구성한다.

이와 같은 방법으로 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이기판(122)을 제작할 수 있으며, 포토레지스
트 공정동안 상기 화소영역(P)을 패터닝할 때, 상기 배리어(119)가 형성하는 단차 때문에 점선 F부분으로 용액이 유
도되어 흐르기 때문에 상기 화소전극과 드레인전극이 처음으로 접촉하기 시작하는 부분인 점선 G부분의 화소전극은 상
기 에칭용액의 영향을 받지 않는다.

따라서, 상기 드레인전극(130)과 겹쳐지는 부분에서 화소전극(117)이 단선되는 오픈불량을 방지 할 수 있다.

상기 배리어의 구조는 다양하게 변형 가능하며, 이하 제 2 실시예를 통해 상기 다양한 변형예를 설명한다.

도 6은 본 발명의 일부 화소를 도시한 평면도로서, 본 발명의 제 2 예에 따른 배리어의 형태이다.

도시한 바와 같이, 상기 화소영역(P)방향의 드레인전극(130)의 일측에 배리어(119a, 119b)를 형성하되, 상기 드레인
전극(130)의 상/하 수평변에 걸쳐서, 상기 소스전극(128)의 방향으로 요철형상으로 구성한다.

상기 요철부 중 오목부가 상기 수평변에 위치하도록 한다.

위와 같이 구성하게 되면, 상기 배리어(119a, 119b)에 의해 화소영역 방향의 드레인전극의 주변을 따라 에칭용액이 
흐르지 못하도록 조절되며, 또한 상기 요철형상으로 인해 상기 에칭용액의 흐름을 유도하여 용액의 흐르는 속도를 늦추
어 화소전극쪽으로 용액이 최대한 침투하지 못하도록 한다.

따라서, 화소전극의 침식을 최소화하여 에칭용액에 의한 화소전극의 단선을 방지 할 수 있는 구조이다.

도 7은 본 발명의 제 3 예에따른 부분 평면도로서, 상기 도 6에 도시한 배리어의 변형된 예이다.

전술한 제 2 예의 오목부가 하나 형성된 요철형상을 예를 들었으나, 상기 에칭용액의 흐름을 더욱 늦추기 위해 상기 요
철형상이 다수개 구성된 배리어(119a, 119b)를 상기 드레인전극(130)의 상/하 평행면에 걸쳐 각각 형성할 수 있다.

이때, 상기 다수개의 요철은 드레인전극의 상부와 하부의 수평변으로부터 드레인전극의 중앙부로 사선형태로 형성하는 
것이 더욱 바람직하다.

이러한 구조는 애칭용액의 흐름을 더욱 늦추어 주는 역할을 하게 된다.

전술한 바와 같은 다양한 방법으로 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판을 제작할 수 있다.
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    발명의 효과

따라서, 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이기판은 에칭용액에 의한 화소전극의 단선을 방지할 수 있으므로 제품의 
수율을 개선할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판과;

상기 기판 상에 제 1 금속층을 증착하고 패터닝하여, 게이트배선과 상기 게이트배선에서 수직으로 돌출 형성된 게이트
전극과 상기 수직방향의 게이트전극과 소정간격 이격되어 구성된 배리어와;

상기 게이트 전극 및 배리어가 구성된 기판의 전면에 형성된 게이트절연막과;

상기 게이트전극 상부의 게이트절연막 상에 아일랜드형태로 구성된 액티브채널층과;

상기 액티브층 상부에 아일랜드 형태로 구성된 채널보호층과;

상기 채널보호층과 상기 액티브층의 일측에 걸쳐 형성된 소스전극과 이와는 이격되고, 상기 배리어와 수직하게 교차하
는 드레인전극과, 상기 소스전극과 연결되고 상기 게이트배선과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터배선과;

상기 드레인전극의 일측과 겹쳐지고 상기 화소영역 상으로 연장 형성한 화소전극

을 포함하는 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 배리어는 상기 게이트배선과 게이트전극과 동일물질로 형성하고 전기적으로 독립적인 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 배리어는 상기 드레인전극의 상부와 하부의 수평변과 교차하여 일방향으로 형성된 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 4.

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 배리어는 상측과 하측의 일부가 상기 화소영역의 반대방향으로 구부러진 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

상기 배리어는 상기 드레인전극 상/하 수평변과 각각 교차하는 제 1 배리어와 제 2 배리어로 구성된 액정표시장치용 어
레이기판.
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청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 배리어와 제 2 배리어는 상기 액티브채널 방향으로 요철형상으로 구성된 액정표시장치용 어레이기판.

청구항 7.

투명한 기판을 준비하는 단계과;

상기 기판 상에 제 1 금속층을 증착하고 패터닝하여, 게이트배선과 상기 게이트배선에서 수직으로 돌출형성된 게이트전
극과 상기 수직방향의 게이트전극과 소정간격 이격되어 일방향으로 구성된 배리어를 형성하는 단계와;

상기 게이트 전극 및 배리어가 구성된 기판의 전면에 게이트절연막을 형성하는 단계와;

상기 게이트전극 상부의 게이트절연막 상에 아일랜드형태로 구성된 액티브채널층을 형성하는 단계와;

상기 액티브채널층 상부에 아일랜드 형태로 구성된 채널보호층을 형성하는 단계와;

상기 채널보호층과 상기 액티브층의 일측에 걸쳐 형성된 소스전극과 이와는 이격되고, 상기 배리어와 수직하게 교차하
여 형성된 드레인전극과, 상기 소스전극과 연결되고 상기 게이트배선과 교차하여 화소영역을 정의하는 데이터배선을 형
성하는 단계와;

상기 드레인전극의 일측과 겹쳐지고 상기 화소영역 상으로 연장 형성한 화소전극을 형성하는 단계를

포함하는 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 8.

제 7 항에 있어서,

상기 배리어는 상기 게이트배선과 게이트전극과 동일물질로 형성하고 전기적으로 독립적인 액정표시장치용 어레이기판 
제조방법.

청구항 9.

제 7 항에 있어서,

상기 배리어는 상기 드레인전극이 상부와 하부의 수평변에 교차하여 일방향으로 형성된 액정표시장치용 어레이기판 제
조방법.

청구항 10.

제 7 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 베리어는 상측과 하측의 일부가 상기 화소영역의 반대방향으로 구부러진 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 11.

제 7 항에 있어서,
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상기 배리어는 상기 드레인전극의 상/하 수평변에 각각 교차하여 형성된 제 1 배리어와 제 2 배리어로 구성된 액정표시
장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 12.

제 7 항에 있어서,

상기 제 1 배리어와 제 2 배리어는 상기 액티브채널 방향으로 요철형상인 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

청구항 13.

제 7 항에 있어서,

상기 게이트전극과 게이트배선과 배리어는 알루미늄, 알루미늄합금, 크롬, 몰리브덴, 텅스텐 등이 포함된 도전성 금속
그룹 중 선택된 하나인 액정표시장치용 어레이기판 제조방법.

 - 10 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면

도면 1

 - 11 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 2

 - 12 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 3a

 - 13 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 3b

 - 14 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 3c

 - 15 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 3d

 - 16 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 4

 - 17 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 5a

 - 18 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 5b

 - 19 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 5c

 - 20 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 5d

 - 21 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 6

 - 22 -



공개특허 특2002-0006376

 
도면 7

 - 23 -



专利名称(译) 用于液晶显示装置的阵列基板及其制造方法

公开(公告)号 KR1020020006376A 公开(公告)日 2002-01-19

申请号 KR1020000040005 申请日 2000-07-12

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 KIM HONG JIN

发明人 KIM,HONG JIN

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/1368

CPC分类号 G02F2201/123 G02F1/1368

其他公开文献 KR100684580B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及一种液晶显示器阵列基板的制作方法。并且，在薄膜晶体管
的漏电极的下部，将阻挡层（阻挡层：壁）形成为诸如薄膜晶体管的栅
电极的材料。通过在对形成在漏电极的上部中的像素电极进行图案化时
防止蚀刻剂在像素电极和漏电极之间渗漏，可以制造没有像素电极的短
缺陷的液晶显示器。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6add1b22-6b89-46a0-af5e-54c2f967dec1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019677676/publication/KR20020006376A?q=KR20020006376A

